PNP SILICON TRANSISTOR

HX3906

2N3906

i Ta=25 T0-925
Tsig—— -55~150
T, — 150
Pc—— 300mw

1— E
VCBO — -40V 2— B
Vego—— — _40V — c
Veso—— — -5V
lc—— -200mA
B T=25
BVcBo — -40 v Ic=-100p A 1e=0
BVceo — -40 v Ic=-10mA 18=0
BVEBo — -5 % le=-10u A 1c=0
IcBo — -0.1 M A | Vee=-30V, Ie=0
1EBO — -0.1 M A | Ves=-5V, lc=0
HFe 70 350 Vee=-1V, lc=-10mA
VCE(sat — -0.25 v Ic=-10mA, Is=-1mA
VBE(sat) — -0.85 v Ic=-10mA  Ig=-1mA
fr 300 MHz | Vce=-20V, lc=-10mA

T=100MHz
A
70—240 220—350




